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 本研究では、X 線トポグラフィー法を用いて、SiC 単結晶中の基底面転位の分布を詳細に
観察することにより、昇華再結晶法による SiC 単結晶成長時の基底面転位発生の機構解明








図 1. 4H-SiC 単結晶断面の透過 X 線トポグラフィー像（回折条件：𝒈 ൌ 112ത0、X 線源：
MoKαଵ、結晶成長方向は紙面上方向）。図中白線は基底面転位の存在位置を示している。 
